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１．概要（Summary）
小型化・薄型化が促進するモバイル端末や MEMS ア

プリケーションへの IC チップの実装技術として、フリップ

チップ実装技術が注目されている。金属バンプを用いて

チップと基板を縦方向に直接配線するフリップチップ実装

は、従来のワイヤ・ボンディング技術と比較して、実装面

積を縮小でき、また配線間距離の短縮による信号遅延の

低減が可能である。金属バンプを介してチップと基板を接

合する際は、熱応力を抑えるために接合温度の低温化が

重要である。従来の金属の低温接合では、高真空下での

プラズマ照射により金属表面の有機物を除去する手法が

提案されていた。それに対して、我々は新しく、低真空下

でも化学的な反応により有機物除去が可能な真空紫外

線を用いる表面処理方法を提案した[1]。
本実験では金表面への真空紫外線 (VUV) 照射の効

果について検証し、金－金接合の低温化を検討した。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

FE-SEM
【実験方法】

VUV 照射の効果を検証するため、直径 10 µm の Au
バンプを電解メッキにより作製した 6 mm 角のチップ、お

よび EB 蒸着により Au 膜 300 nm、Ti 膜 30 nm を製膜

した 10 mm 角の基板を用意した。エキシマ照射装置によ

り酸素雰囲気下で VUV を照射する VUV/O3処理を行い、

処理前後での表面の化学状態の変化を XPS で評価した。

さらに、処理後のチップと基板を 150℃で接合し、処理な

しの接合サンプルと接合強度の比較を行った。

３．結果と考察（Results and Discussion）
Fig. 1 にAu基板表面の、VUV/O3処理前後でのC1s

およびAu4fのナロースキャンスペクトルを示す。処理後は

C-C および C-O のピークは減少し、Au4f のピークは増加

した。表面の有機物が減少したことにより、表面の金の露

出が増加したことを示している。さらに、処理なしでは接合

サンプルは剥離したが、処理後に接合したサンプルでは

50 MPa 以上のシェア強度を達成した。これは、VUV/O3

による表面の有機物除去効果が、接合の低温化に有用で

あることを示している。

(a)                      (b)
Fig.1 XPS narrow-scan spectra of (a) C 1s and (b) 
Au 4f for the Au surfaces vapor-deposited on the 
substrate with and without the VUV/O3 treatment.
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